ZTF-200M | 200W

| ESPECIFICAGOES | cARACTERisTICAS
Poténcia Maxima (Pmax) 200W 16
| Temperatura das células = 25°C
Tolerancia de poténcia 0% ~ 5% 14
Tensdo Maxima (Vmp) 20,0V N 12 1000W/
< 1of
Corrente Maxima (Imp) 10,0A o L 800W/m’
f 8 -
o 2
Tens3o de Circuito Aberto (Voc) 23,6V 5 oF 600W/m
8 C
- 400W/m:
Corrente de Curto-circuito (Isc) 11,0A 4 F =
r 200W/m*
Eficiéncia (%) 21,0% 2r \’\
OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII L
Tensdo maxima do sistema 1000V 0 5 10 15 20 25
Tenséo (V)
Categoria Classe A
Tecnologia da célula Silicio Monocristalino
Nu élul. 72 (4x1 .~ ~
umero de células (4x18) Condigées Padrio de Teste (STC):
Dimens&o do médulo (mm) 1580x710x3mm Am=15E =1000W/m2T = 25°C
Area do médulo (m?) 1,12m?
Peso (kg) 3,8kg g\d%m\ﬁlmnfn, 5 E
Grau de Protegédo P67 /I\g,of" c € A
9001 —
Busbars 9 Busbars
Associagido das células 2x 36S
NMOT 41°C
Coeficiente de temperatura Pmax -0,38%/°C
Coeficiente de temperatura Voc -0,28%/°C
Coeficiente de temperatura Isc 0,02%/°C
Temperatura ambiente de operagao -40°C ~ 85°C
Corrente reversa maxima suportada 20A
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